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Architecture de baseArchitecture de base

�� Model de Von NeumannModel de Von Neumann
�� une unitune unitéé centrale(UCT)centrale(UCT)
�� une mune méémoire principale(centrale)moire principale(centrale)
�� des interfaces ddes interfaces d’’entrentréées/sortieses/sorties
Les diffLes difféérents organes du systrents organes du systèème sont relime sont reliéés par des voies de s par des voies de 

communication appelcommunication appeléées es busbus..
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LL’’UnitUnitéé Centrale:processeurCentrale:processeur

�� FonctionsFonctions
�� SSéélectionner interprlectionner interprééter et exter et exéécuter les instructions cuter les instructions 
du programme en coursdu programme en cours

�� CaractCaractééristiquesristiques
�� sa frsa frééquence dquence d’’horloge : en MHz ou GHzhorloge : en MHz ou GHz

�� le nombre dle nombre d’’instructions par secondes quinstructions par secondes qu’’il est il est 
capable dcapable d’’exexéécuter cuter 

�� la taille des donnla taille des donnéées ques qu’’il est capable de traiter : il est capable de traiter : 
en bitsen bits
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La MLa Méémoiremoire
�� Le contenu de la mLe contenu de la méémoire est composmoire est composéé

�� de donnde donnééeses
�� et det d’’instructionsinstructions

�� code de lcode de l’’opopéération ration éélléémentairementaire
�� donndonnéée(s) ou adresse des donne(s) ou adresse des donnééeses

�� ProgrammeProgramme
�� Ensemble dEnsemble d’’instructions et de donninstructions et de donnééeses

�� On distingue:On distingue:
�� une mune méémoire morte ( moire morte ( ROM ROM = Read = Read OnlyOnly MemoryMemory ) ) 

chargchargéée de stocker le programme. Ce de stocker le programme. C’’est une mest une méémoire moire àà
lecture seule.lecture seule.

�� une mune méémoire vive ( moire vive ( RAMRAM = = RandomRandom Access Access MemoryMemory ) ) 
chargchargéée de stocker les donne de stocker les donnéées intermes interméédiaires ou les diaires ou les 
rréésultats de calculs. On peut lire ou sultats de calculs. On peut lire ou éécrire des donncrire des donnéées es 
dedans, ces donndedans, ces donnéées sont perdues es sont perdues àà la mise hors tension.la mise hors tension.

RemarqueRemarque: les CDROM, disque dur: les CDROM, disque dur……sont des sont des 
mméémoires de masses(auxiliaire)moires de masses(auxiliaire)



5A. EL ALLAOUI

Interface entrInterface entréée /sortiee /sortie

�� Assure la communication entre Assure la communication entre 
�� microprocesseur, et microprocesseur, et 

�� PPéériphriphéérique(capteur,clavier,afficheur,imprimanterique(capteur,clavier,afficheur,imprimante……))
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Les BusLes Bus

�� Ensemble de fils(câbles) qui assure la transmission d Ensemble de fils(câbles) qui assure la transmission d 
‘‘informationinformation

�� 3 types de bus3 types de bus
�� un bus de donnun bus de donnéées es : bidirectionnel qui assure le transfert : bidirectionnel qui assure le transfert 

des informations entre le microprocesseur et son des informations entre le microprocesseur et son 
environnement, et inversement. Son nombre de lignes est environnement, et inversement. Son nombre de lignes est 
éégal gal àà la capacitla capacitéé de traitement du microprocesseur.de traitement du microprocesseur.

�� un bus d'adressesun bus d'adresses: unidirectionnel qui permet la s: unidirectionnel qui permet la séélection lection 
des informations des informations àà traiter dans un espace mtraiter dans un espace méémoire (ou espace moire (ou espace 
adressable) qui peut avoir 2n emplacements, avec n = adressable) qui peut avoir 2n emplacements, avec n = 
nombre de conducteurs du bus d'adresses.nombre de conducteurs du bus d'adresses.

�� un bus de commande:un bus de commande: constituconstituéé par quelques conducteurs par quelques conducteurs 
qui assurent la synchronisation des flux d'informations sur les qui assurent la synchronisation des flux d'informations sur les 
bus des donnbus des donnéées et des adresses.es et des adresses.
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DDéécodage dcodage d’’adresseadresse

�� La multiplication des pLa multiplication des péériphriphéériques autour du riques autour du 
microprocesseur oblige la prmicroprocesseur oblige la préésence dsence d’’un un ddéécodeur codeur 

dd’’adresse adresse chargchargéé dd’’aiguiller les donnaiguiller les donnéées pres préésentes sur le sentes sur le 
bus de donnbus de donnéées. es. 

�� En effet, le  microprocesseur peut communiquer avec En effet, le  microprocesseur peut communiquer avec 
les diffles difféérentes mrentes méémoires et les diffmoires et les difféérents borents boîîtiers tiers 
dd’’interface. Ceuxinterface. Ceux--ci sont tous relici sont tous reliéés sur le même bus de s sur le même bus de 
donndonnéées et afin des et afin d’é’éviter des conflits, un seul composant viter des conflits, un seul composant 
doit être sdoit être séélectionnlectionnéé àà la fois.la fois.
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Les mLes méémoiresmoires
�� Une mUne méémoire est un circuit moire est un circuit àà semisemi--conducteur conducteur 

permettant dpermettant d’’enregistrer, de conserver et de restituer  enregistrer, de conserver et de restituer  
des informations (instructions et variables). Cdes informations (instructions et variables). C’’est cette est cette 
capacitcapacitéé de mde méémorisation qui explique la polyvalence morisation qui explique la polyvalence 
des systdes systèèmes nummes numéériques et leur adaptabilitriques et leur adaptabilitéé àà de de 
nombreuses situations. nombreuses situations. 

�� Les informations peuvent être Les informations peuvent être éécrites ou lues. crites ou lues. 
�� Il y a Il y a éécriture lorsqu'on enregistre des informations en criture lorsqu'on enregistre des informations en 

mméémoire, moire, 
�� lecture lorsqu'on rlecture lorsqu'on réécupcupèère des informations re des informations 

prprééccéédemment enregistrdemment enregistréées.es.
�� RAM, ROM, mRAM, ROM, méémoire de massemoire de masse
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organisationorganisation
�� les entrles entréées des d’’adressesadresses
�� les entrles entréées de donnes de donnééeses
�� les sorties de donnles sorties de donnééeses
�� les entrles entréées de commandes :es de commandes :

�� une entrune entréée de se de séélection de lecture ou dlection de lecture ou d’é’écriture. ( R/W)criture. ( R/W)
�� une entrune entréée de se de séélection du circuit. ( CS )lection du circuit. ( CS )
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Une opUne opéération de lecture ou dration de lecture ou d’é’écriture criture 

de la mde la méémoire suit toujours le même moire suit toujours le même 

cycle :cycle :

�� 1. s1. séélection de llection de l’’adresseadresse

�� 2. choix de l2. choix de l’’opopéération ration àà effectuer ( R/W )effectuer ( R/W )

�� 3. s3. séélection de la mlection de la méémoire ( CS = 0 )moire ( CS = 0 )

�� 4. lecture ou 4. lecture ou éécriture la donncriture la donnééee
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Exemple : Chronogramme dExemple : Chronogramme d’’un cycle un cycle 

de lecturede lecture
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CaractCaractééristiques dristiques d’’une mune méémoiremoire
�� La capacitLa capacitéé : : cc’’est le nombre total de bits que contient la mest le nombre total de bits que contient la méémoire. Elle moire. Elle 

ss’’exprime aussi souvent en octet.exprime aussi souvent en octet.

�� Le format des donnLe format des donnéées : es : cc’’est le nombre de bits que lest le nombre de bits que l’’on peut mon peut méémoriser moriser 
par case  par case  mméémoire.Onmoire.On dit aussi que cdit aussi que c’’est la largeur du mot mest la largeur du mot méémorisable.morisable.

�� Le temps dLe temps d’’accaccèès : s : cc’’est le temps qui s'est le temps qui s'éécoule entre l'instant ocoule entre l'instant oùù a a ééttéé
lanclancéée une ope une opéération de lecture/ration de lecture/éécriture en mcriture en méémoire et l'instant omoire et l'instant oùù la la 
premipremièère information est disponible sur le bus de donnre information est disponible sur le bus de donnéées.es.

�� Le temps de cycle : Le temps de cycle : il repril repréésente l'intervalle minimum qui doit ssente l'intervalle minimum qui doit sééparer parer 
deux demandes successives de lecture ou d'deux demandes successives de lecture ou d'éécriture.criture.

�� Le dLe déébit : bit : cc’’est le nombre maximum d'informations lues ou est le nombre maximum d'informations lues ou éécrites par crites par 
seconde.seconde.

�� VolatilitVolatilitéé : : elle caractelle caractéérise la permanence des informations dans la rise la permanence des informations dans la 
mméémoire. L'information stockmoire. L'information stockéée est volatile si elle risque d'être alte est volatile si elle risque d'être altéérréée par e par 
un dun dééfaut d'alimentation faut d'alimentation éélectrique et non volatile dans le cas contraire.lectrique et non volatile dans le cas contraire.
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DiffDifféérents types de mrents types de méémoiremoire

�� Il existe deux grandes familles de mIl existe deux grandes familles de méémoires moires 
RAM (RAM (RandomRandom AccesAcces MemoryMemory : m: méémoire moire àà
accaccèès als alééatoire) : atoire) : 
�� Les RAM statiquesLes RAM statiques

�� Les RAM dynamiquesLes RAM dynamiques
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RAM statique:SRAMRAM statique:SRAM

�� Le bit mLe bit méémoire d'une RAM statique (SRAM) est moire d'une RAM statique (SRAM) est 
composcomposéé d'une bascule de transistors. Chaque d'une bascule de transistors. Chaque 
bascule contient entre 4 et 6 transistors.bascule contient entre 4 et 6 transistors.

�� LL’’information peut se conserve jusquinformation peut se conserve jusqu’à’à une une 
centaine dcentaine d’’heures sans dheures sans déégradationgradation

�� TrTrèès rapide 15 s rapide 15 àà 30ns30ns

�� ChChèèrere

�� Souvent utilisSouvent utiliséé comme mcomme méémoire cachemoire cache
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RAM dynamique:DRAMRAM dynamique:DRAM

�� Dans les RAM dynamiques (DRAM), Dans les RAM dynamiques (DRAM), 
l'information est ml'information est méémorismoriséée sous la forme d'une e sous la forme d'une 
charge charge éélectrique stocklectrique stockéée dans une dans un condensateur condensateur 

(capacit(capacitéé grille substrat d'un transistor MOS).grille substrat d'un transistor MOS).
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DRAMDRAM
�� Avantages :Avantages :

�� Cette technique permet une plus Cette technique permet une plus grande densitgrande densitéé d'intd'intéégrationgration, car un point , car un point 
mméémoire nmoire néécessite environ cessite environ 4 fois moins de transistors4 fois moins de transistors que dans une mque dans une méémoire statique. moire statique. 

�� Sa consommation trSa consommation trèès rs rééduite.duite.
�� Temps dTemps d’’accaccèès trs trèès rapides rapide

�� InconvInconvéénients :nients :
�� VolatilitVolatilitéé en effeten effet
�� La prLa préésence de courants de fuite dans le condensateur contribue sence de courants de fuite dans le condensateur contribue àà sa dsa déécharge. charge. 

Ainsi, lAinsi, l’’information  est perdue si on ne la rinformation  est perdue si on ne la rééggéénnèère pas pre pas péériodiquement (charge riodiquement (charge 
du condensateur). Les RAM dynamiques doivent donc être rafradu condensateur). Les RAM dynamiques doivent donc être rafraîîchies chies 
rrééguligulièèrement pour entretenir la mrement pour entretenir la méémorisation : il s'agit de lire l'information et de morisation : il s'agit de lire l'information et de 
la recharger. Ce rafrala recharger. Ce rafraîîchissement indispensable a plusieurs conschissement indispensable a plusieurs consééquences :quences :

�� -- il complique la gestion des mil complique la gestion des méémoires dynamiques car il faut tenir compte des moires dynamiques car il faut tenir compte des 
actions de  rafraactions de  rafraîîchissement qui sont prioritaires.chissement qui sont prioritaires.

�� -- la durla duréée de ces actions e de ces actions augmente le temps d'accaugmente le temps d'accèèss aux informations.aux informations.
�� DD’’autre part, la lecture de lautre part, la lecture de l’’information est destructive. En effet, elle se fait information est destructive. En effet, elle se fait 

par dpar déécharge de la capacitcharge de la capacitéé du point mdu point méémoire lorsque cellemoire lorsque celle--ci est chargci est chargéée. e. 
Donc toute lecture doit être suivie dDonc toute lecture doit être suivie d’’une rune réééécriture.criture.
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Historique de quelques DRAM qui Historique de quelques DRAM qui 

ont ou sont  utilisont ou sont  utiliséées dans les PC :es dans les PC :
�� •• La DRAM FPM La DRAM FPM ((FastFast Page Mode, 1987) : Elle permet d'accPage Mode, 1987) : Elle permet d'accééder plus rapidement der plus rapidement àà des donndes donnéées enes en
introduisant la notion de introduisant la notion de page mpage méémoiremoire. (33 . (33 àà 50 Mhz)50 Mhz)

�� •• La DRAM EDO La DRAM EDO (Extended Data Out, 1995) : Les (Extended Data Out, 1995) : Les composants de cette mcomposants de cette méémoire permettent de moire permettent de 
conserver plus longtemps l'information, on peut donc ainsi espacconserver plus longtemps l'information, on peut donc ainsi espacer les cycles de rafraer les cycles de rafraîîchissement. Elle chissement. Elle 
apporte aussi la possibilitapporte aussi la possibilitéé dd’’anticiper sur le prochain cycle manticiper sur le prochain cycle méémoire. (33 moire. (33 àà 50 Mhz)50 Mhz)

�� •• La DRAM BEDO La DRAM BEDO ((BurstedBursted EDO) : On n'adresse plus chaque unitEDO) : On n'adresse plus chaque unitéé de mde méémoire individuellement moire individuellement 
lorsqu'il faut y lire ou y lorsqu'il faut y lire ou y éécrire des donncrire des donnéées. On se contente de transmettre l'adresse de des. On se contente de transmettre l'adresse de déépart du part du 
processus de lecture/processus de lecture/éécriture et la longueur du bloc de donncriture et la longueur du bloc de donnéées ( es ( BurstBurst ). Ce proc). Ce procééddéé permet de gagner permet de gagner 
beaucoup de temps, notamment avec les grands paquets de donnbeaucoup de temps, notamment avec les grands paquets de donnéées tels qu'on en manipule avec les es tels qu'on en manipule avec les 
applications modernes. (66 Mhz)applications modernes. (66 Mhz)

�� •• La La SynchronousSynchronous DRAM DRAM (SDRAM, 1997) : La m(SDRAM, 1997) : La méémoire SDRAM a pour particularitmoire SDRAM a pour particularitéé de se  de se  
synchroniser sur une horloge. Les msynchroniser sur une horloge. Les méémoires FPM, EDO moires FPM, EDO éétaient des mtaient des méémoires asynchrones et elle moires asynchrones et elle 
induisaient des temps d'attentes lors de la synchronisation. Ellinduisaient des temps d'attentes lors de la synchronisation. Elle se compose en interne de deux bancs  e se compose en interne de deux bancs  
de mde méémoire et des donnmoire et des donnéées peuvent être lues alternativement sur l'un puis sur l'autre des peuvent être lues alternativement sur l'un puis sur l'autre de ces bancs  grâce e ces bancs  grâce 
àà un procun procééddéé d'entrelacement spd'entrelacement spéécial. Le protocole d'attente devient donc tout cial. Le protocole d'attente devient donc tout àà fait inutile. Cela  lui fait inutile. Cela  lui 
permet de supporter des frpermet de supporter des frééquences plus quences plus éélevlevéées ques qu’’avant (100 Mhz).avant (100 Mhz).

�� •• La DDRLa DDR--I ou DDRI ou DDR--SDRAM SDRAM (Double Data Rate (Double Data Rate SynchronousSynchronous DRAM, 2000) : La DDRDRAM, 2000) : La DDR--SDRAMSDRAM
permet de recevoir ou d'envoyer des donnpermet de recevoir ou d'envoyer des donnéées lors du front montant et du front descendant de les lors du front montant et du front descendant de l’’horloge. horloge. 

(133 (133 àà 200 MHz)200 MHz)
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Mes mMes méémoires mortes:ROMmoires mortes:ROM

�� mméémoires mortes ou mmoires mortes ou méémoires moires àà lecture seule (ROM : lecture seule (ROM : 
Read Read OnlyOnly MemoryMemory). non volatiles. L). non volatiles. L’’inscription en inscription en 
mméémoire des donnmoire des donnéées restent possible mais est appeles restent possible mais est appeléée e 
programmation. Suivant le type de ROM, la mprogrammation. Suivant le type de ROM, la mééthode thode 
de programmation changera. Il existe donc plusieurs de programmation changera. Il existe donc plusieurs 
types de ROM :types de ROM :

�� ROMROM
�� PROMPROM
�� EPROMEPROM
�� EEPROMEEPROM
�� FLASH EPROM.FLASH EPROM.
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LA ROMLA ROM

�� Elle est programmElle est programméée par le fabricant e par le fabricant 
et son contenu ne peut plus être ni et son contenu ne peut plus être ni 
modifimodifiéé, ni effac, ni effacéé par l'utilisateur.par l'utilisateur.

�� Structure : composStructure : composéée d'une matricee d'une matrice
�� programmation sprogrammation s’’effectue en reliant effectue en reliant 

les lignes aux colonnes par des les lignes aux colonnes par des 
diodes.diodes.

�� L'adresse permet de sL'adresse permet de séélectionner une lectionner une 
ligne de la matriceligne de la matrice

�� les donnles donnéées sont alors rees sont alors reççues sur les ues sur les 
colonnes colonnes 
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La ROMLa ROM

�� Avantages :Avantages :

�� DensitDensitéé éélevlevééee

�� Non volatileNon volatile

�� MMéémoire rapidemoire rapide

�� InconvInconvéénients :nients :

�� ÉÉcriture impossiblecriture impossible

�� Modification impossible (toute erreur est fatale).Modification impossible (toute erreur est fatale).

�� DDéélai de fabrication (lai de fabrication ( 3 3 àà 6 semaines)6 semaines)

�� Obligation de grandes quantitObligation de grandes quantitéés en raison du cos en raison du coûût t éélevlevéé
qu'entraqu'entraîîne la production du masque et le processus de ne la production du masque et le processus de 
fabrication.fabrication.
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PROMPROM

�� CC’’est une ROM qui peut être programmest une ROM qui peut être programméée une e une 
seule foisseule fois par l'utilisateur (Programmable par l'utilisateur (Programmable 
ROM). La programmation est rROM). La programmation est rééalisaliséée e àà partir partir 
dd’’un programmateur spun programmateur spéécifique.cifique.
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�� Structure :Structure :

Les liaisons Les liaisons àà diodes de la ROM sont remplacdiodes de la ROM sont remplacéées es 
par des fusibles pouvant être dpar des fusibles pouvant être déétruits ou des truits ou des 
jonctions pouvant être courtjonctions pouvant être court--circuitcircuitéées.es.

Avantages :Avantages :

�� Claquage en quelques minutesClaquage en quelques minutes

�� CoCoûût relativement faiblet relativement faible

�� InconvInconvéénients :nients :

�� Modification impossible (toute erreur est fatale).Modification impossible (toute erreur est fatale).
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EPROMEPROM

�� L'EPROM (L'EPROM (ErasableErasable Programmable ROM) est une PROM qui Programmable ROM) est une PROM qui 
peut être effacpeut être effacéée. Le. L’’effacement se fait par un effaceur deffacement se fait par un effaceur d’’EPROMEPROM
qui est un tube qui est un tube àà rayons ultravioletsrayons ultraviolets

�� StructureStructure

Dans une EPROM, le point mDans une EPROM, le point méémoire est rmoire est rééalisaliséé àà partir dpartir d’’un un 
transistor FAMOS (transistor FAMOS (FloatingFloating gategate Avalanche injection Avalanche injection MetalMetal OxydeOxyde
Silicium) Silicium) 
�� Avantages :Avantages :

�� Reprogrammable et non VolatileReprogrammable et non Volatile

�� InconvInconvéénients :nients :
�� Impossible de sImpossible de séélectionner une seule cellule lectionner une seule cellule àà effacereffacer
�� Impossible dImpossible d’’effacer la meffacer la méémoire moire inin--situsitu..
�� ll’é’écriture est beaucoup plus lente que sur une RAM. (environ 1000x)criture est beaucoup plus lente que sur une RAM. (environ 1000x)
�� NNéécessitcessitéé dd’’une source ultravioletsune source ultraviolets
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EEPROMEEPROM

�� LL’’EEPROM (EEPROM (ElecticallyElectically EPROM) est une mEPROM) est une méémoire programmable et moire programmable et 
effaeffaççable able éélectriquement(octet par octet). Elle rlectriquement(octet par octet). Elle réépond ainsi pond ainsi àà ll’’inconvinconvéénient nient 
principal de lprincipal de l’’EPROMEPROM et peut être programmet peut être programméée in situ.e in situ.

�� StructureStructure
�� Dans une EEPROM, le point mDans une EEPROM, le point méémoire est rmoire est rééalisaliséé àà partir dpartir d’’un transistor SAMOS un transistor SAMOS 

reprenant le même principe que le FAMOS sauf que lreprenant le même principe que le FAMOS sauf que l’é’épaisseur entre les deux paisseur entre les deux 
grilles est beaucoup plus  faible.grilles est beaucoup plus  faible.

�� Avantages :Avantages :
�� Comportement d'une RAM non Volatile.Comportement d'une RAM non Volatile.
�� Programmation et effacement mot par mot possible.Programmation et effacement mot par mot possible.

�� InconvInconvéénients :nients :
�� TrTrèès lente pour une utilisation en RAM.s lente pour une utilisation en RAM.
�� CoCoûût de rt de rééalisation.alisation.
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Flash EEPROMFlash EEPROM

�� La mLa méémoire Flash s'apparente moire Flash s'apparente àà la technologie de la technologie de 
ll’’EEPROMEEPROM. Elle est programmable et effa. Elle est programmable et effaççable able 
éélectriquement comme les EEPROM.lectriquement comme les EEPROM.

�� Il existe deux technologie diffIl existe deux technologie difféérentes qui se rentes qui se 
diffdifféérencient par  lrencient par  l’’organisation de leurs rorganisation de leurs rééseaux seaux 
mméémoire : lmoire : l’’architecture NOR et NAND. Larchitecture NOR et NAND. L’’architecture architecture 
NOR propose un assemblage des cellules NOR propose un assemblage des cellules 
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�� AvantagesAvantages

�� Flash NOR :Flash NOR :
�� Comportement d'une RAM non Volatile.Comportement d'une RAM non Volatile.
�� Programmation et effacement mot par mot possible.Programmation et effacement mot par mot possible.
�� Temps dTemps d’’accaccèès faible.s faible.

�� Flash NAND :Flash NAND :
�� Comportement d'une RAM non Volatile.Comportement d'une RAM non Volatile.
�� Forte densitForte densitéé dd’’intintéégration donc cogration donc coûût rt rééduit.duit.
�� RapiditRapiditéé de lde l’é’écriture/lecture par paquetcriture/lecture par paquet
�� Consommation rConsommation rééduite.duite.

�� InconvInconvéénientsnients

�� Flash NOR :Flash NOR :
�� Lenteur de lLenteur de l’é’écriture/lecture par paquet.criture/lecture par paquet.
�� cocoûût.t.

�� Flash NAND :Flash NAND :
�� EcritureEcriture/lecture par octet impossible./lecture par octet impossible.
�� Interface E/S indirecteInterface E/S indirecte

�� La Flash EPROM a connu un essor trLa Flash EPROM a connu un essor trèès important ces dernis important ces dernièères annres annéées avec es avec 
le boom de la tle boom de la tééllééphonie portable et des appareils multimphonie portable et des appareils multiméédia (PDA, appareil dia (PDA, appareil 
photo numphoto numéérique, lecteur MP3, etc...).rique, lecteur MP3, etc...).
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hihiéérarchie mrarchie méémoiremoire

�� Une mUne méémoire idmoire idééale serait une ale serait une 
mméémoire de grande capacitmoire de grande capacitéé, , 
capable de stocker un capable de stocker un 
maximum dmaximum d’’informations et informations et 
possposséédant un temps ddant un temps d’’accaccèès s 
trtrèès faible afin de pouvoir s faible afin de pouvoir 
travailler rapidement sur ces travailler rapidement sur ces 
informations. Ainsi, plus on informations. Ainsi, plus on 
ss’é’éloigne du microprocesseur et loigne du microprocesseur et 
plus la capacitplus la capacitéé et le temps et le temps 
dd’’accaccèès des ms des méémoires vont moires vont 
augmenter.augmenter.
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��Architecture Von NeumannArchitecture Von Neumann

��Architecture HarvardArchitecture Harvard

��Architecture Harvard Architecture Harvard ““rrééelleelle””
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�� Les registres Les registres sont les sont les ééllééments de mments de méémoire les plus rapides. Ils moire les plus rapides. Ils 
sont situsont situéés au niveau du processeur et servent au stockage des s au niveau du processeur et servent au stockage des 
opopéérandes et des rrandes et des réésultats intermsultats interméédiaires.diaires.

�� La mLa méémoire cache moire cache est une mest une méémoire rapide de faible capacitmoire rapide de faible capacitéé
destindestinéée e àà accaccéélléérer lrer l’’accaccèès s àà la mla méémoire centrale en stockant les moire centrale en stockant les 
donndonnéées les plus utilises les plus utiliséées.es.

�� La mLa méémoire principale moire principale est lest l’’organe principal de rangement des organe principal de rangement des 
informations. Elle contient les programmes (instructions et informations. Elle contient les programmes (instructions et 
donndonnéées) et est plus lente que les deux mes) et est plus lente que les deux méémoires prmoires prééccéédentes.dentes.

�� La mLa méémoire dmoire d’’appui appui sert de msert de méémoire intermmoire interméédiaire entre la diaire entre la 
mméémoire centrale et les mmoire centrale et les méémoires de masse. Elle joue le même moires de masse. Elle joue le même 
rôle que la mrôle que la méémoire cache.moire cache.

�� La mLa méémoire de masse moire de masse est une mest une méémoire pmoire péériphriphéérique de grande rique de grande 
capacitcapacitéé utilisutiliséée pour le stockage permanent ou la sauvegarde des e pour le stockage permanent ou la sauvegarde des 
informations. Elle utilise pour cela des supports magninformations. Elle utilise pour cela des supports magnéétiques tiques 
(disque dur, ZIP) ou optiques (CDROM, DVDROM).(disque dur, ZIP) ou optiques (CDROM, DVDROM).


